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【手続補正書】
【提出日】平成24年11月6日(2012.11.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体層を含む薄膜トランジスタであって、前記半導体層が、式（Ｉ）または（ＩＩ）
から選択される半導体材料を含有する、薄膜トランジスタ。
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【化１】

　（式中、
　Ｘは、式（Ｉ）では、独立して、ＳおよびＳｅから選択され、式（ＩＩ）では、独立し
て、Ｓ、Ｓｅ、およびＯから選択され；
　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ５は、独立して、水素、アルキル、置換アルキル、
アリール、置換アリール、ヘテロアリール、ハロゲン、－ＣＮ、および－ＮＯ２から選択
され；
　ＡｒおよびＡｒ’は、独立して、共役した２価の部分であり；
　ａおよびｂは、０～１０の整数であり；
　ｎは、２以上の整数である。）
【請求項２】
　式（Ｉ）または（ＩＩ）で表される化合物を含有する半導体組成物。
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【化２】

　（式中、
　Ｘは、式（Ｉ）では、独立して、ＳおよびＳｅから選択され、式（ＩＩ）では、独立し
て、Ｓ、Ｓｅ、およびＯから選択され；
　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ５は、独立して、水素、アルキル、置換アルキル、
アリール、置換アリール、ヘテロアリール、ハロゲン、－ＣＮ、および－ＮＯ２から選択
され；
　ＡｒおよびＡｒ’は、独立して、共役した２価の部分であり；
　ａおよびｂは、０～１０の整数であり；
　ｎは、２以上の整数である。）
【請求項３】
　式（Ｉ）または式（ＩＩ）で表される化合物を含有する半導体組成物。
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【化３】

　（式中、
　Ｘは硫黄であり；
　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ５は、独立して、水素、アルキル、置換アルキル、
アリール、置換アリール、ヘテロアリール、ハロゲン、－ＣＮ、および－ＮＯ２から選択
され；
　ＡｒおよびＡｒ’は、
【化４】

であり、Ｒ’は、独立して、水素、アルキル、置換アルキル、アリール、置換アリール、
ヘテロアリール、ハロゲン、－ＣＮ、および－ＮＯ２から選択され、
　ａおよびｂは、それぞれ１～５の整数であり；
　ｎは、２以上の整数である。）
【請求項４】
　請求項１に記載の半導体トランジスタであって、ＡｒおよびＡｒ’は、
【化４】
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であり、Ｒ’は、独立して、水素、アルキル、置換アルキル、アリール、置換アリール、
ヘテロアリール、ハロゲン、－ＣＮ、および－ＮＯ２から選択される、半導体トランジス
タ。
【請求項５】
　請求項１または４に記載の半導体トランジスタであって、ａおよびｂが、それぞれ１～
５の整数である、半導体トランジスタ。
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